PE-2
TRANZYSTORY BIPOLARNE

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

e Znajomos¢ zagadnien zwigzanych z teorig pétprzewodnikdw, w szczegdlnosci:
o struktura pasmowa metali, izolatorow i pétprzewodnikéw,
o wiasciwosci potprzewodnikdw,
o potprzewodniki samoistne oraz domieszkowane typu pin,
o nosniki pradu elektrycznego w pdtprzewodnikach (elektrony i dziury).
e Budowa i zasada dziatania ztgcza p-n (diody) przy réznym sposobie polaryzacji (zaporowo, w kierunku
przewodzenia).
e Budowa i zasada dziatania tranzystora bipolarnego typu n-p-n.
e  Typowe konfiguracje, w ktdrej stosowany jest tranzystor bipolarny n-p-n.
e Parametry czwdrnikowe tranzystora bipolarnego.
e Rodinice w sposobie dziatania i podtgczenia miedzy tranzystorami bipolarnymi n-p-n oraz p-n-p.
e  Podstawy obstugi zasilacza laboratoryjnego.

ELEMENTY UKLADU POMIAROWEGO

e  Ptytki pomiarowe ze ztgczami radiowymi: tranzystor n-p-n, tranzystor p-n-p, rezystor 1 MQ.
e  Zasilacz dwukanatowy Protec 3033 — uzywany do zasilania obwodu baza-emiter oraz kolektor-emiter.
e  Mierniki:

o multimetr Unitra 1321 (pomiar napiecia kolektor-emiter),

o multimetr Meratronik V540 (pomiar napiecia baza-emiter),

o analogowy mA (pomiar pragdu kolektora),

o analogowy pA (pomiar pradu bazy).

CEL CWICZENIA | UWAGI OGOLNE

Celem ¢wiczenia jest wyznaczenie parametrow czwornikowych oraz rodziny charakterystyk dla tranzystora
bipolarnego typu n-p-n w obwodzie wspdlnego emitera (przyktadowe charakterystyki zamieszczono na Rys. 2):

e Charakterystyka wyjsciowa: Ic =f(Uce), przy ls = const
e Charakterystyka przejsciowa: Ic = f(Is), przy Uce = const
e Charakterystyka wejsciowa: Use =f(Is), przy Uce = const
e  Charakterystyka zwrotna: Use =f(Uce), przy ls = const

Charakterystyki mozna wyznacza¢ parami, w jednej serii pomiarowej. Przyktadowo, ustalenie statej wartosci
pradu bazy Is i sterowanie napieciem kolektor-emiter Uce oraz jednoczesna rejestracja parametréw takich jak Uce,
Ic,oraz Ugg, umozliwia pomiar charakterystyk: wyjsciowej oraz zwrotnej. Prad bazy jest tutaj ustawiany posrednio
poprzez podanie odpowiedniego napiecia z zasilacza na rezystor bazy (wzgledem emitera).

Nalezy wykona¢ minimum dwie charakterystyki kazdego typu dla przyktadowych wartosci:

e Prad bazy staty: Is =5 pA, 10 pA, 15 pA;
napiecie kolektor-emiter Uce zmieniamy w zakresie 0 — 10 V
e Napiecie kolektor-emiter state: Uce=1V, Uce=3V, Uce=5V,
prad bazy zmieniamy w zakresie okoto 0 — 15 pA.
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Uwaga! W czasie pomiaru charakterystyk nalezy dopilnowaé, aby prqgd
kolektora nie przekraczat wartosci 30 mA.

Liczbe punktow pomiarowych nalezy dobra¢ samodzielnie tak, aby powstat gtadki wykres (zageszczenie punktéw
mozna zmienia¢ w zaleznosci od obserwowanej szybkosci zmian mierzonych parametréw).

Pomiaréw charakterystyk dokonujemy korzystajac z przedstawionego ponizej schematu uktadu pomiarowego.
Zakresy urzadzen pomiarowych nalezy dobra¢ do mierzonych wartosci. Do pomiaru pradu bazy uzywamy
mikroamperomierza.
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RYS. 2. CHARAKTERYSTYKI TRANZYSTORA BIPOLARNEGO PRZEDSTAWIONE NA SCHEMATYCZNYM DIAGRAMIE
(SA TO CZTERY OSOBNE WYKRESY)
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Lublin, 13 stycznia 2026

PE-2 TRANZYSTORY BIPOLARNE 2



